
(Ö Silizium-npn-Planartransistor SFIN 

Der HF-Transistor SF111 ist ein Si-npn-Planartransistor im &z TO-5-Gehäuse, 
Der Einsatz ist vornehmlich für HF-Verstärker mittlerer Leistung und für 

Schaltzwecke gedacht. 

Statische Kennwerte (für 91 = 25°C —5 grd) 

Kollektorreststrom 

Icso = 0,002 < 1.uA (bei Ucs = 20 V) 

Emitterreststrom 

IeBo = 0,025 < 1A (bei Urg = 4V) 

Restspannung 

UCEsat = 0,8 < 1,5V (Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA) 

Gleichstromverstärkung 
B = 55>12 (bei Uce = 2V, Ic = 100 mA) 

Dynamische Kennwerte (für 9 = 25°C —5 grd) 

Übergangsfrequenz 
fr = 40 > 10 MHz (bei Uce = 2V, Ic = 100 mA, fm = 18 MHz) 

Basisbahnwiderstand 
Fop’ = 20< 450 (bei Uce = 6 V, Ic= 5 mA, fm = 50 MHz) 

Kollektorkapazität 

Cc = 75< 90 pF (bei Uce = 6 V, Ic = 0, fm = 100 kHz) 

Schaltzeitkonstanten 

r=0,6<1 us | (bei Uce = 6 V...Ucesats Ic= 0...100 mA, 
0,7<1,3us | Ra=1kQ, Rı = 600) 

7r = 0,1 s (bei Uce = 6 V...Ucesat, Ic=0...100 mA, Ra =1kQ, 
Rı=30) 

Grenzwerte (9, = 25 °C) 
20V 
20 V (bei Ree = 0) 
4V 

Pc = 400 mW (bei 92 = 45 °C) 
9 150 °C 

—40.., + 125°C 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor SF 111 
Änderungen vorbehalten 

Abmessungen 

Masse ca. 1g 

329


